
190КТ2, К190КТ2

Микросхемы выполнены на МДП-транзисторах с индуци­
рованным каналом р-типа. Предназначены для коммутации 
электрических сигналов. Конструктивно оформлены в корпусе 
типа 301.12-1 (серия 190) или в прямоугольном пластмассовом 
типа 201.14-1 (серия К 190).

Микросхемы используются как четырехканальный комму­
татор.
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Принципиальные схемы ИМС 190КТ2, К190КТ2

П а р а м е т р ы Р е ж и м  и з м е р е н и я
1 9 0 К Т 2

К 1 9 0 К Т 2

С/зИ пор* В ( / и п  =  0; 1с —  10 мкА , ( /си  =  — 5 В —  6

/ з  )т ,  нА (/зи  = — 3 0  В; ( / си == (УИп == 0
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/ С иач, НА (/и п  =  ( /з и  = 0 ;  ( /си  =  2 5  В
< 4 0 0

/и, нА (/и п  =  2 5  В <  150

Лотк» Ом ( /з и  = — 2 0  В, ( / и п = 0 ;  / с  =  1 мА < 5 0

Д о т к ,  Ом ( / зи = —  10 В; ( /ип  =  0; / с  =  1 м А <  120

С п и ,  пФ ( /с и  =  —  15 В; ( /и п  — 0; /  =  1 М Г ц < 2 4

С  1 2 и ,  пФ ( /с и  =  —  15 В; (/ип =  0; ( = 1  М Г ц < 9

Сг2и, пФ 11см—  —  15 В; 11 ип =  0; /  =  1 М Г ц 15

1 П р и  т е м п е р а т у р е  2 5 ± Ю ° С

Предельно допустимые значения параметров и режимов 
эксплуатации указаны в следующей таблице.

юси, В Цзи. в Узе в Ци.п. в Цзп. в

СXи

Р рае т а х *  м В т

- 2 5 - 3 0 - 3 0 25 - 3 0 1 0 * 200

1 Для микросхемы 190КТ1, для ИМС 190КТ2 /с .тах —  50 мА.
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